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ASY 28
ASY 29

GERMANTUM-NPN-SCHALTTRANS ISTOREN

Mechanische Daten:

Gehiiuse: Metall, JEDEC TO-5, 5 A 3 nach DIN 41 B73

Die Basis ist mit dem
Metallgehiiuae verbunden,

Mallangaben in mm

M 1]

;4ﬂﬂxﬁj-dﬂh135h

Kurzdaten; ASY_28 ASY_29
Eollektor-Sperrspannung Uen 0 = WAX. 30 25 Vv
Eollektor-Emitter-Sperrapannung Upg vy = max, 25 20 v
UCE 0 - WMAX, 15 v
Eellektorstrom, Scheitelwert Ir u = mMAX, 300 mi
Gesamtverlustleistung bei 8y = 45 %c P . = max, 100 mi
Sperrachichttemperatur 85 - max, a5 L

Gleichatromveratirkung

bei Upp = 1V, Io = 20 mA 30,..80  50.,.150

i

bei Upg = 1V, Ip = 200 mA B 15 20
Transjt-Frequenz

bei Upg = 5V, Ip = 3 md fy 2 4 10 MHz
Verzigerungazeit + Anstiegazeit tg + tr = 225 185 na
Speicherzeit + Abfallzeit tg + ty = 175 00 na
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Abmolute Gremzwerte: (gpiltig bis 8y 'll}

Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0: UL’B g = max. 30 a5 v
Kollektor-Emitter—Sperrapannung hei ‘UBE = 0,2 V: Upg y = max, 25 an v
bei Ip = O: Upg g = max. 15 v
Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0 Upg g < max. 20 v
Kollektorstrom, Mittelwert: Ip gy = max, 200 mi )
Kollektoratrom, Scheitelwert: Ip y = max. a0o mi
Gesamtwverlustleistung: Ptnt = MAX. 150 mW
Sperrschichitemperatur: iy = WMAX. BS o
Lagerungstemperatur: &s = mim, —65 o
fg = mAX. 100 i
Wirmewiderstand:
Wirmewideratand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Biw s 0,4 grd/ oW
Wiirmewideratand zwischen Sperrschicht und Gehiuse: L G A 0,2 grd/mk
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Transistor ASY29

Eennwerte: (bei %5 = 25 o,
Kollektor-Reatsatrom
bei UCB =5V, IE = 0

bei UCB 0 max:® IE =

bei Upp o magr g = 0, %y = 60 o
Eollektorstrom

bei Upg v max+ —Upg -~ 0,2 V, 35 = 60 e
Bagisstrom

bei Upp = 20 V, -Ugp = 5 ¥V, 47 = 60 °C:

Emitter-Reststrom
hﬂi UEE - 5 '||’, ].rl- = 0:

Koellektor-Emitter-Durchbhruchs pannung

bei I. = 6 mA, Iﬂ = D2

Sperrschicht-Beriihrungespannung:

Emitter-Leerlaufgleichspannung
o : on.
b i LEE V maxt IE = ﬂ, }J = B0 “C:

KEollektor-Emitter-Restspannung

bei To = 10 mA, Ig = 0,33 mA:
bei 1o = 10 my, Ig = 0,2 mi:
b d Ip = 50 md, IB = 2,0 mi:
bei lﬁ = 30 mA, IB = 1,25 mi;
Basisspanoung
b i If + 10 mA, Ip = 0,4 mA:
bei Ip = 10 mA, Ig = 0,25 mi:
bei Ip = 60 mi, Ip = 2,4 mi:
bei If 50 md IE = 1,55 mA:
Basisspannung
bei UEB = 0, —IE = 100 mA;
bei Upp = 1V, Ip = 100 mA:
bei “vﬂ 1V, IE = 300 mA:

"1 AQL = 0,85 %
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*) AQL = 0,65 F
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Kennwerte, Fortsetzung: (bei by = 2
ASY_28 ASY 29
Basisstrom
bei Upg = 0, -Ig = 10 mA: Iy & 325 195 wA *)
bei Upg = 0, -Ip = 100 mA: Ig & 4,75 3,25 mt *)
Gleichstromverstirkung
bei Upp = 1V, Ig = 10 mA: B = 43 (£ 30) 113 (£ s0)
bei Upp = 1V, Ip = 20 mA: B = 46 (30-80) 113 (50-150)
bei Upg = 1 V, Tg = 100 mA: B - 43 (2 20) 102 (2 3¢)
bei Ugp = 1 V, Ip = 200 mA: B = 32 (£ 15) B4 (£ 20)
Traneit-Frequenz
bei Upg = 5V, Ip = 3 mA: ty = 14 (2 4) 20 (£ 10) MHe
Kollektorkapazitit
bei Upg = 5V, Ip = 0, £ = 1 Miz: €, = 11 (5 18) 11 (% 18) pF
Emitterkapazitiit
bei Ugg = 5V, Ip = 0, f = 1 Mz: ¢, = T(%13) 6 (£ 13) pF
Einachalt-Zeithkonstante
hei Stromsteuerung
und Upp yx = 0,75 V, Ip x = 50 mA: v ¢ 2.2 8
Einschalt-Zeitkonstante
bei Spannungssteuerung
und Upp x = 0,75 V, I x = 1 mA: T 5 0,2 ps
Speicher-Zeitkonstante
bei 1o = 0, Ip = 1 mA: T, ° 1,4 ™
Vierpol-Keeffizienten
bei Upg = 5V, Ip = 2 mA, = 1 kHz: hyje = 0,15_4 1,14 kel
hyae = 3,5.10 5+10
Boje = 541 90
hoo, = 45 T0 ps



OEM:Valvo Transistor ASY29 Datasheet

ASY 28
ASY 29

Eennwerte, Fortsetzung: (bei by = 25 o)

ASY 28 ASY 28
Schaltzeichen
in nachstehender MeBachaldtiung:
Verzogerungaseit; 1y = 50 fé 80} 45 {5 75) ns
Anstiegazeit: g = 175 [i 400) 140 {é 300) ns
Speichergeit: 1) t, = 450 (% 700) 500 (% 800) ns

Abfallzeit: )

ty = 325 (2620) 300 (2 520) ns

Eingangsspannung, Anstiegszeit =5ns

-0av
0V

— —10%,

+25V

Eingangs-

spannung
o Ausgangsspannun

o

Ausgangsspannung mit
Oszillograf (C = 8pF, R=1 M)
gemessen.

I'] steigt bis 35 60 % auf dem 1,5 fachen Wert an

2} steigt bis | 60 °C auf dem 1,25fachen Wert an
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